
ABSTRAK 

 
 Film Bulk Acoustic Resonator ( FBAR ) mempunyai prinsip kerja yang sama 

dengan SAW ( Surface Acoustic Wave ), yaitu mengubah energi listrik menjadi energi 

mekanik, tetapi berbeda dengan SAW, energi yang dihasilkan adalah gelombang 

akustik yang disalurkan ke dalam badan dari bahan piezoelektrik, gelombang yang 

dihasilkan adalah gelombang longitudinal. FBAR digunakan sebagai duplexer pada 

sistem telekomunikasi bergerak dan sensor pada bidang industri. 

 Duplexer merupakan perangkat dengan tiga port, yaitu port penerima, port 

pengirim dan port antena. Berfungsi untuk menyediakan koneksi serta memisahkan 

sinyal yang telah dimodulasi pada bagian pemancar dan menerima sinyal pada bagian 

penerima. Untuk memisahkan sinyal yang akan dikirim oleh pemancar dengan sinyal 

yang akan diterima oleh penerima digunakan time – switching agar koneksi yang 

didapat menjadi baik dan tidak terjadi interferensi antara penerima dan pemancar. 

 Aplikasi lain dari perangkat akustik adalah digunakan sebagai sensor. 

Diantaranya digunakan sebagai sensor pada bidang otomotif ( sensor untuk mengukur 

torsi dan tekanan ban ), bidang kedokteran ( chemical sensor ), dan sensor pada 

bidang industri ( sensor untuk mengukur uap, kelembaban, suhu, dan masa dari suatu 

benda ). 

 i



ABSTRACT 

 
 Film Bulk Acoustic Resonator ( FBAR ) work along the same principle as 

SAW ( Surface Acoustic Wave ), electrical energy is converted to mechanical energy, 

but unlike SAW devices, the energy is directed into the bulk. The primary mode of 

sound energy is longitudinal. FBAR is used for duplexer in mobile 

telecommunication system and sensor in industry. 

 A duplexer is three – port device, having transmitting port, a receiving port 

and an antenna port. It provides the necessary connection while prevents the 

modulated transmitting signal generated by the transmitter and receiving signal by the 

receiver. A time switching system uses switches to select between the Rx bands and 

the Tx bands and provides good connections and attenuation properties. 

 The other applications for acoustic wave devices are use as sensors. These 

include automotive applications ( torque and tire pressure sensors ), medical 

applications ( chemical sensors ), and industrial applications ( vapor, humidity, 

temperature, and mass sensors ). 
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